
 

 

AlGaN UVB LD の閾値電流密度低減に向けた解析 

Analysis of AlGaN UVB LD to reduce threshold current density 
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紫外線半導体レーザダイオード (UV LD) は材料加工、医療等様々な用途での応用が期待されて

おり、開発が望まれている。我々の研究室では昨年の学術講演会で、波長 298 nmの AlGaN UVB LD

を実現した報告を行った [1,2]。しかし、閾値電流密度（Jth）が 25 kA/cm2と既存の可視光領域の

LDと比較して高く、その低減が課題である。LDの Jthは式１で表され、低減に向けての詳細な課

題を明確化するためには、各パラメータを算出し因子を分解することが重要である。 

  （式１） 

式 1 中、d は発光層の膜厚、J0は透明化した際（利得が 0 cm-1）の発光層中の電流密度、ηiはキャ

リア注入効率、Гは光閉じ込め係数、βは利得係数、αiは内部ロス、L は共振器長、R はミラー端

面の反射率を表す。ηiは一般的には外部微分量子効率の共振器長依存性から算出される。しかし、

研究初期の UVB LDでは、電流量を増やすと複数のレーザピークが出現する等の理由から、議論

対象とするレーザ発光出力の電流依存性を測定することが困難であり、ηiを算出できなかった。 

 本研究では、式 1の各パラメータを様々な測定を用いて算出し（表）、レーザ発光の出力強度を

議論することなく ηiを算出した。さらに式 1の各因子の影響を分解し、Jthを低減するための課題

を明確化したので報告する。 

表 AlGaN UVB LDのパラメータと算出値、および算出方法 

パラメータ 算出値 算出方法 

光閉じ込め係数（Г） 3.5% シミュレーション 

内部ロス（αi） 10 cm-1 VSL 光学測定 

透明化電流密度（J0） 0.22 kA/cm2 VSL 光学測定 

端面反射率（R） 0.21 レーザ光のピーク間隔からの計算 

キャリア注入効率（ηi） 1.5% 閾値電流密度の共振器長依存性 
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